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(57) Abstract: The invention relates to an electronic component (1) and a method for producing the same. Said component com-
prises external surface contacts (2) and a rewiring structure (3), in addition to a semiconductor chip (4) comprising contact surfaces
@= (5). The external surface contacts (2) are electrically connected to the contact surfaces (5) at least by means of the rewiring structure
€, (3) and the external surface contacts (2) and/or the rewiring structure (3) comprise(s) metal that has been deposited in a chemically

or galvanically selective manner.

e (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil (1) und ein Verfahren zu seiner Herstellung mit d&ufleren
Flachenkontakten (2) und mit einer Umverdrahtungsstruktur (3) sowie mit einem Halbleiterchip (4), der Kontaktflichen (5) aufweist,
wobei die duBeren Flichenkontakte (2) mindestens tiber die Umverdrahtungsstruktur (3) mit den Kontaktfldchen (5) elektrisch ver-
bunden sind und wobei die duleren Flachenkontakte (2) und/oder die Umverdrahtungsstruktur (3) chemisch oder galvanisch selektiv

abgeschiedenes Metall aufweisen.
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Beschreibung

Elektronisches Bauteil mit &usseren Fldchenkontakten und Ver-

fahren zu seiner Herstellung

Die Erfindung betrifft ein elektronisches Bauteil mit &uBeren
Flachenkontakten und mit einer Umverdrahtungsstruktur sowie
mit einem Halbleiterchip und ein Verfahren zur Herstellung

desselben gemdB der Gattung der unabhdngigen Anspriiche.

Elektroniséhe Bauteile mit &duBeren Fl&chenkontakten und mit
einer Umverdrahtungsstruktur, welche die mikroskopisch klei-
nen Kontaktfl&dchen eines Halbleiterchips zu makroskopisch
groRen &duBeren Fldchenkontakten umverdrahtet, weisen als Tra-
ger der Umverdrahtungsstruktur zusdtzliche komplexe Um-
verdrahtungsplatten oder Umverdrahtungsfolien mit entspre-
chend eingearbeiteten Durchkontakten oder mit vorgesehenen
Bondkandlen auf. Unter mikroskopisch klein wird in diesem Zu-
sammenhang eine GréBenordnung verstanden, die nur mit einem
Lichtmikroskop messbar ist, w&hrend makroskopisch groBe
Strukturen durchaus mit blofem Auge erkennbar sind. Unter ei-
ner Umverdrahtungsstruktur wird in diesem Zusammenhang die
metallische Struktur an sich, die KontaktanschluBflichen in
der GroéBenordnung der Kontaktfld@chen des Halbleiterchips, Um-
verdrahtungsleitungen im Mikrometer- und/oder im Submikrome-—
terbereich und AuBenkontaktfldchen in der GréBenordnung der

duBeren Fladchenkontakte aufweisen kann, verstanden.

Derartige elektronische Bauteile weisen folglich nicht nur
eine Umverdrahtungsstruktur auf, sondern auch einen Um-
verdrahtungstrdger, der als Umverdrahtungskérper eine Um-
verdrahtungsstruktur aufweist und in die Kunststoffgehiuse-

masse eingegossen ist. Die Metallschichten auf dem Umverdrah-

ERSATZBLATT (REGEL 26)
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tungstrédger, aus denen die Umverdrahtungsstruktur aufgebaut
ist, kénnen Walztekturen aufweisen, wenn die Umverdrah-
tungstridger mit gewalzten Folien laminierte Isolationsfolien
oder Isolationsplatten aufweisen. Sie kénnen eine grob kri-
stalline Struktur aufweisen, wenn die Metallschichten auf den
Umverdrahtungstrdger aufgespritzt oder aufgedampft oder sin-
termetallografisch aufgebracht oder mittels eines Tauchpro-
zesses hergestellt sind. Somit entstehen die unterschied-
lichsten kristallographischen Metallstrukturen fiir die Um-
verdrahtungsschichten und sind ein Kennzeichen fir die als

Umverdrahtungsstruktur abgeschiedenen Metalle.

In jedem Fall ist eine Umverdrahtungsstruktur filir ein elekt-
ronisches Bauteil damit verbunden, dass ein zus&tzlicher Um-
verdrahtungskdrper, der die Umverdrahtungsstruktur aufweist,
in das Kunststoffgehduse des elektronischen Bauteils mit auf-
zunehmen ist, womit ein zusatzlicher Raumbedarf fiir das e-
lektronische Bauteil und komplexe Herstellungsverfahren fir

einen Umverdrahtungskérper verbunden sind.

Aus der Druckschrift DE 100 04 410 Al ist ein Halbleiterbau-
element mit an der Unterseite befindlichen &duBeren Fldchen
kontakten sowie ein Verfahren zu deren Herstellung bekannt,
wobel die duBeren Fladchenkontakte chemisch oder galvanisch
selektiv abgeschiedenes Metall aufweisen. Das bekannte Ver-
fahren eignet sich flir die Herstellung von aduBeren Flachen-
kontakten und hat den Nachteil, dass ein Umverdrahtungskdrper
nicht darstellbar ist, und das elektronische Bauteil hat den

Nachteil, dass es keinerlei Umverdrahtungsstruktur aufweist.

Aufgabe der Erfindung ist es, den Raumbedarf eines elektroni-
schen Bauteils mit Umverdrahtungsstruktur zu vermindern und

ein elektronisches Bauteil zu schaffen, das in seinem Aufbau
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keinen Umverdrahtungstrdger fiir eine Umverdrahtungsstruktur

aufweist und kostengiinstig herzustellen ist.

Diese Aufgabe wird mit dem Gegenstand der unabhingigen An-
spriche geldst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung

ergeben sich aus den abh&ngigen Anspriichen.

Erfindungsgemdl wird ein elektronisches Bauteil mit &uBeren
Fldchenkontakten und mit einer Umverdrahtungsstruktur und mit
einem Halbleiterchip, der Kontaktfl&chen aufweist, angegeben.v
Die &uberen Fldchenkontakte sind in diesem erfindungsgemiBen
elektronischen Bauteil mindestens tiber die Umverdrah-
tungsstruktur mit den Kontaktfl&dchen des Halbleiterchips e-
lektrisch verbunden. Dabei sind der Halbleiterchip und die
Umverdrahtungsstruktur in einer Kunststoffgehiusemasse einge-
bettet, wdhrend die &duBeren Flichenkontakte auf der Untersei-
te des elektronischen Bauteils frei zugdnglich sind. Ferner
weisen die &duBeren Flichenkontakte und die Umverdrah-
tungsstruktur chemisch oder galvanisch selektiv abgeschiede-

nes Metall auf.

Ein derartiges elektronisches Bauteil hat den Vorteil, dass
der Raumbedarf zur Anbringung einer Umverdrahtungsstruktur
dadurch minimiert ist, dass keinerlei Umverdrahtungstriger
fiir die Umverdrahtungsstruktur vorzusehen ist, sondern diese
Funktion unmittelbar durch das Einbetten der Umverdrah-
tungsstruktur in die Kunststoffgehiusemasse von der Kunst-
stoffgehdusemasse tibernommen wird. Dariiber hinaus hat das e-
lektronische Bauteil den Vorteil, dass das Metallmaterial der
Unverdrahtungsstruktur ein chemisch oder galvanisch selektiv
abgeschiedenes Metall aufweist, welches sich durch seine
Feinkristallinitdt auszeichnet und dariiber hinaus die Mog-

lichkeit er&ffnet, duBerst fein strukturierte Umverdrah-
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tungsstrukturen teilweise im Submikrometerbereich, soweit es
die Umverdrahtungsleitungen der Umverdrahtungsstruktur be-

trifft, zu realisieren.

Die GroBe der zum Verbinden der Umverdrahtungsstruktur mit
den Kontaktfl&chen des Halbleiterchips erforderlichen Kon-
taktanschlussflidchen oder Bondfinger ist von der Groébe oder
der GroBenordnung der Kontaktfldchen sowie der Verbindungs-
technik zwischen den Kontaktfldchen des Halbleiterchips und
Kontaktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur abhédngig.
Wihrend bei einer Flip-Chip-~Verbindungstechnik innere Fl&a-
chenkontakte in der GroRenordnung von wenigen Quadratmikrome-
tern realisierbar sind, wird bei der Bondtechnik die Miniatu-
risierung der Kontaktflachen des Halbleiterchips und der Kon-
taktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur durch den
Bonddrahtdurchmesser bestimmt und kann folglich nicht belie-
big minimiert werden, da die Bonddr&hte Durchmesser zwischen

15 und 50 Mikrometern aufweisen.

Der Halbleiterchip kann auf der Umverdrahtungsstruktur mit-
tels Flip-Chip-Technik montiert sein, wobei die Kontaktfla-
chen des Halbleiterchips liber innere Flachenkontakte mit Kon-
taktanschlussflidchen der Umverdrahtungsstruktur elektrisch
verbunden sind. Wie oben bereits erwdhnt, kdnnen diese inne-
ren Flichenkontakte wenige Quadratmikrometer grofl sein, so
dass die Flip-Chip-Technik mit inneren Fl&chenkontakten eine
duBerst dichte Kontaktstruktur aufweisen kann und somit ein
duBerst feines Rastermal fiir die Beabstandung der Kontaktan-

schlussfldchen realisiert werden kann.

Andererseits kann ein Halbleiterchip in Flip-Chip-Technik auf
der Umverdrahtungsstruktur montiert sein, wobei die Kontakt-

fliachen des Halbleiterchips tiber innere Kontaktbdlle mit Kon-
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taktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur verbunden
sind. Eine derartige Technologie, die mit Kontaktb&llen oder
Kontakthockern aus Lotmaterial arbeitet, weist Strukturen
auf, die eine Verbindungsfl&dche von mehreren zehn Quadratmik-
rometern zwischen den Kontaktfl&dche des Halbleiterchips und
den Kontaktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur erfor-
dern. Somit kann der Anwender unter drei verschiedenen Gro-
Benordnungen wdhlen, wobel der groBte Flachenbedarf bei Bond-
verbindungen zwischen Kontaktfldchen des Halbleiterchips und
Kontaktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur auftreten,
die wegen der Bonddrdhte mehrere hundert Quadratmikrometer

erfordern.

Somit kénnen gegeniiber Bondverbindungen um eine Gréfenordnung
kleinere Kontakthdcker oder Kontaktbdlle fiir die Verbindung
zwischen Kontaktflidchen und Kontaktanschlussfl&dchen einge-
setzt werden, und schlieflich sind um eine weitere GroRenord-
nung kleinere elektrische Verbindungen in einer Flip-Chip-
Technik mit inneren Flachenkontakten realisierbar. Bei allen
drei GroBenordnungen fir die Verbindung zwischen Kontaktfl&d-
chen und Kontaktanschlussflédchen hat das elektronische Bau-
teil den Vorteil, dass eine erhebliche Raumersparnis vor-
liegt, da die Umverdrahtungsstruktur keinen zusdtzlichen Um-

verdrahtungstrdger erfordert.

Ist das elektronische Bauteil mit einem Halbleiterchip in
Bondtechnik ausgestattet, so kann seine Rilckseite auf der Um-
verdrahtungsstruktur tiber eine isolierende Klebstoffschicht
montiert sein. Die Kontaktfldchen auf der aktiven Oberseite
des Halbleiterchips sind iiber Bonddrdhte mit Kontaktan-
schlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur in der Umgebung des
Halbleiterchips verbunden, wobei aufgrund des Aufbaus des er-

findungsgemdBen elektronischen Bauteils die Fl&chenkontakte



10

15

20

25

30

WO 03/103042 6 PCT/DE03/01663

unterhalb des Bereichs des Halbleiterchips angeordnet sein
kénnen, so dass mit dieser Ausfiuhrungsform der Erfindung Fli-
chenkontakte tiber die gesamte Unterseite des elektronischen
Bauteils verteilt sein kénnen und die Unmverdrahtungsstruktur
eine sogenannte "Fan-In"-Anordnung fiir die ZuBeren Fl&dchen-

kontakte trotz Bondverbindungstechnologie erméglicht.

Das elektronische Bauteil kann zus&dtzlich Durchkontakte auf-
weisen, die chemisch oder galvanisch selektiv auf der Um-
verdrahtungsstruktur abgeschieden sind und welche die Unter-
seite des elektronischen Bauteils mit den duBeren Flichenkon-
takten mit der gegentiberliegenden Oberseite des elektroni-
schen Bauteils verbinden. Dieses Bereitstellen von chemisch
oder galvanisch selektiv abgeschiedenen Durchkontakten ermsg-
licht ein Stapeln von mehreren einzelnen elektronischen Bau-
teilen zu einem gestapelten Baustein mit durchgehender elekt-
rischer Verbindung von dem obersten Bauteil des Stapels bis
zum untersten Bauteil des Stapels. Dazu sind die Durchkontak-
te in der Kunststoffgehdusemasse eingebettet und umgeben den

jeweiligen Halbleiterchip.

In einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung kann das che-
misch oder galvanisch abgeschiedene Metall Nickel oder eine
Nickellegierung aufweisen. Dieses hat den Vorteil, dass fiir
das Abscheiden einer derartigen chemisch oder galvanisch her-
gestellten Nickellegierung ein abitzbares Tradgermaterial aus
Kupfer- oder Eisenlegierungen fiir das chemische oder galvani-
sche Abscheiden eingesetzt werden kann, so dass ein &tztech-
nisches Entfernen des Tragermaterials fiir die Umverdrah-
tungsstruktur und die &uBeren Flachenkontakte méglich ist, da
der Atzvorgang an der Grenzfliche zum Nickel durch eine ver-
minderte Atzrate gestoppt werden kann. Gleiche Vorteile bie-

ten auch chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metalle aus
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Silber oder Silberlegierungen beziehungsweise aus Gold oder
Goldlegierungen. In jedem dieser Fdlle kann ein atztechnisch
entfernbarer Tradger aus Kupfer oder einer Eisenlegierung ein-
gesetzt werden. Auch Palladium oder eine Palladiumlegierung
kann chemisch oder galvanisch auf einem vorgeformten &tzbaren
Tridger zur Bildung der Umverdrahtungsstruktur und der &uReren

Flachenkontakte eingesetzt werden.

Eine weitere Ausfihrungsform der Erfindung sieht vor, dass
das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall eine
Schichtfolge aus Gold Nickel Gold aufweist, so dass nur eine
diinne Schicht aus dem Edelmetall besteht, wd&hrend der Haupt-
kbrper der Umverdrahtungsstruktur und der &duBeren Fl&chenkon-
takte das preiswertere Metall aufweisen. In &hnlicher Form
kann eine Schichtfolge aus Palladium Nickel Palladium aufge-
baut sein und schlieBlich sind auch Schichtfolgen einsetzbar,
die aus Palladium Kupfer Palladium oder Gold Kupfer Gold be-
stehen, jedoch miissen dort die Edelmetallschichten aus Gold
oder Palladium ausreichend dick ausgebildet sein, um eventu-
ell den &tztechnischen Angriff auf das Kupfer oder das Eisen

des Trdgermaterials zu lberstehen.

Vollkommen unabhdngig von der Atzbarkeit von unterschiedli-
chen Metallen fiir das Trdgermaterial und fir die abzuschei-
denden Strukturen des elektronischen Bauteils ist die Mog-
lichkeit, als Trdger eine elektrisch leitende Folie einzuset-
zen oder eine mit einer Metallschicht beschichteten Folie zu
verwenden. In beiden Fdllen liefert ein derartiges Trdgerma-
terial, auf dem die &duBeren Fladchenkontakte und die Um-
verdrahtungsstruktur des elektronischen Bauteils galvanisch
abgeschieden sind, den Vorteil, dass die Folie nach Fertig-
stellung des elektronischen Bauteils von diesem abgezogen

werden kann, ohne dass ein Atzschritt erforderlich wird.
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Ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils
mit &duBeren Fl&chenkontakten und mit einer Umverdrah-
tungsstruktur, wobei die duBeren Fl&dchenkontakte und die Um-—
verdrahtungsstruktur chemisch oder galvanisch selektiv abge-
schiedenes Metall aufweisen, kann mit nachfolgenden Verfah;

rensschritten erfolgen.

Zundchst werden Aussparungen in einem elektrisch leitenden
Trdger in einem vorgegebenen RastermaR fiir ein chemisches o-
der galvénisches Abscheiden der &duberen Flichenkontakte des
elektronischen Bauteils hergestellt. Dazu werden unterschied-
liche Materialien fir die &duBeren Flichenkontakte und fir die

Oberseite des Trdgers verwendet.

Auf einen derartigen Trdger wird eine strukturierte Photo-
lackschicht aufgebracht unter Freilassung der Aussparungen
fiir die &duReren Fl&chenkontakte und fiir Bereiche, in denen
die Umverdrahtungsstruktur chemisch oder galvanisch abzu-
scheiden ist. AnschlieBend folgt ein Verfahrensschritt, bei
dem chemisch oder galvanisch das Material fiir die Flachenkon-
takte und fir die Umverdrahtungsstruktur auf dem Triger in
den freiliegenden Fl&dchen der Photolackschicht abgeschieden
wird. Nach Beendigung der Abscheidung kann die strukturierte
und isolierende Photolackschicht entfernt werden. Somit weist
nun der elektrisch leitende Triger &uBere Flichenkontakte in
seinen Aussparungen auf und eine Umverdrahtungsstruktur, die

durch die Photolackschicht strukturiert wurde.

Auf diese Umverdrahtungsstruktur wird nun ein Halbleiterchip
unter Verbinden der Kontaktfl&chen des Halbleiterchips mit
Kontaktanschlussfldchen der Umverdrahtungsstruktur aufge-

bracht. Anschliefend erfolgt ein Einbetten des Halbleiter-—
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chips und der Umverdrahtungsstruktur in eine Kunststoffgeh&u-
semasse. Danach wird der Tr&ger von dem vergossenen Bauteil
unter Freilegen der &duReren Flachenkontakte getrennt.
SchlieBlich kann zum Schutz der auf der Unterseite des elekt-
ronischen Bauteils freiliegenden Umverdrahtungsstruktur eine
Lotstoppschicht auf der Bauteilseite, welche die Fléchenkon-
takte aufweist, unter Freilassung der &auBeren Flachenkontakte

aufgebracht werden.

Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, dass damit elektro-
nische Bauteile realisiert werden koénnen, die es in dieser
Kompaktheit mit einer funktionsfdhigen Umverdrahtungsstruktur
nicht gibt und mit den bisher bekannten Mitteln zur Darstel-
lung einer Umverdrahtungsstruktur auch nicht herstellbar
sind. Vielmehr werden hier neue Wege beschritten, um eine Um-
verdrahtungsstruktur ohne einen zus&tzlichen Tr&dger unmittel-
bar in die Kunststoffgehdusemasse einzubringen, so dass der
sonst erforderliche Umverdrahtungstrdger eingespart werden

kann.

Auch die oftmals komplexe Herstellung von Durchkontakten
durch den Umverdrahtungstridger kann mit dem erfindungsgeméfien
Verfahren iuberwunden werden. Aulerdem 148t sich das Verfahren
sowohl fiir Flip-Chip-montierte Halbleiterchips als auch fir
iiber Bonddrdhte verbundene Halbleiterchips anwenden. In dem
Fall der Flip-Chip-verbundenen Halbleiterchips kann die Um-
verdrahtungsstruktur vorgesehen werden, um einen sogenannten
"Fan-Out"-Effekt zu erzielen, bei dem in einem mikroskopisch
feinen RastermaB Kontaktfldchen eines Halbleiterchips auf ei-
ne grdRere Fldche mit makroskopischem Rastermal durch eine
entsprechende Umverdrahtungsstruktur zu verteilen sind und
andererseits kann fir {iber Bonddrdhte verbundene Halbleiter-

chips ein "Fan-In"-Effekt erzielt werden, bei dem auf der
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Fldche unterhalb des Halbleiterchips &dubere Flachenkontakte
fliir eine intensivere Nutzung der Bauteilunterseite angeordnet

sein konnen.

Ein weiterer Vorteil der vorliegenden Erfindung ist es, dass
ein derartiger Tr&dger fiur mehrere oder gar eine Vielzahl von
elektronischen Bauteilen vorbereitet werden kann, auf dem pa-
rallel oder simultan eine Vielzahl von elektronischen Bautei-
len entstehen, indem die gleichen Schritte wie fiir ein ein-
zelnes elektronisches Bauteil eingesetzt werden. Erst nach
dem Entfernen oder Trennen des Trdgers von der Kunststoffge-
hdusemasse kann dann die Kunststoffgehdusemasse in einzelne
elektronische Bauteile aufgeteilt werden. Ein derartiges
Durchfihrungsbeispiel des Verfahrens kann die Kosten fir die
Herstellung elektronischer Bauteile erheblich wverringern,
insbesondere wenn der Verlusttrdger in Waferform vorgesehen
wird, weil in diesem Fall erprobte Halbleiter - Wafertechno-
logien vorzugsweise zur Herstellung der Umverdrahtungsstruk-

turen eingesetzt werden konnen.

Das Einbringen von Aussparungen in einem vorgegebenen Raster-
maB in einen metallischen Trdger kann in zwei unterschiedli-
chen Verfahren erfolgen. Zum einen koénnen die Aussparungen
durch Prdgetechnik eingebracht werden und zum anderen k&nnen
die Aussparungen durch eine Atztechnik eingebracht werden.
Wahrend bei der Pradgetechnik entsprechende Préagewerkzeuge
vorzubereiten sind, die duBerst prédzise die Aussparungen in
beispielsweise eine Kupferplatte einbringen, kann bei der
Atztechnik eine sehr feine Strukturierung der &duberen Fla-
chenkontakte erreicht werden, indem das Trdgermaterial zu-
ndchst mit einer strukturierten Photolackschicht abgedeckt
wird und anschlieRend die Aussparungen in den Bereichen aus

der Trdgerplatte herausgeatzt werden, in denen keine Photo-
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lackschicht vorhanden ist. Nach beiden Verfahrensvarianten
steht schlieBlich ein Trdgermaterial zur Verfligung, das in
nachfolgenden Schritten duBerst prézise mit &duBeren Fl&achen-

kontakten versehen werden kann.

Bel einer weiteren Verfahrensvariante ist es vorgesehen, zu-
nidchst eine erste Photolackschicht fir das Abscheiden wvon
Fliachenkontaktmaterial in den Aussparungen in einem ersten
BAbscheidungsschritt vorzusehen, wobei diese erste Photolack-
schicht die Bereiche der &duBeren Fldchenkontakte freil&sst.
Nach Abscheidung der Flachenkontakte wird die erste Photo-
lackschicht entfernt und eine zweite strukturierte Photolack-
schicht aufgebracht, die jene Oberfldchenbereiche, welche mit
einer Umverdrahtungsstruktur zu versehen sind, freildsst. An-
schlieBend koénnen diese Bereiche in einem zweiten Abschei-
dungsschritt galvanisch oder chemisch mit einem Metall aufge-
fiillt werden, und die zweite strukturierte Photolackschicht

kann anschlieBend entfernt werden.

Somit weist schlieBlich das Trdgermaterial eine Umverdrah-
tungsstruktur und eine darunterliegende Struktur aus &duleren
Fliachenkontakten, die in einem vorgegebenen Rastermal ange-
ordnet sind, auf. Der Vorteil dieser zweiten Verfahrensvari-
ante liegt darin, dass der Abscheidungsprozess fir die &uble-
ren Flachenkontakte von dem Abscheidungsprozess fiir die Um-
verdrahtungsstruktur getrennt ist, so dass erheblich dickere
Flidchenkontakte gegeniiber der Dicke der Umverdrahtungsstruk-

tur realisiert werden kénnen.

Bei einer weiteren Durchfithrung des erfindungsgemédfien Verfah-
rens wird als Trdger eine elektrisch leitende Folie einge-
setzt, in die Aussparungen zur Ausbildung von Fl&dchenkontak-

ten des elektronischen Bauteils eingeprdgt werden. Eine der-
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artige elektrisch leitende Folie kann nach Fertigstellung der
elektronischen Bauteile von dem Kunststoffgehdusematerial ab-
gezogen werden und erleichtert somit die Herstellung einer
Vielzahl von elektronischen Bauteilen, da kein Tr&germaterial
von der Unterseite der elektronischen Bauteile abzudtzen ist.
Anstelle eines elektrisch leitenden Tr&germaterials, wie ei-
ner leitenden Folie, kann fir den Trdger auch ein nicht lei-
tendes Trdgermaterial eingesetzt werden, auf dem eine leiten-
de Schicht abgeschieden wird. Diese leitende Schicht kann ei-

ne Metallschicht oder eine Schicht aus Graphit sein.

Wenn fiir das Verfahren ein Trdger aus einer Folle eingesetzt
wird, so wird fir den Schritt des Einbettens des Bauteils in
einer Kunststoffgehdusemasse der Tr&dger aus einer Folie von
einem angepassten Formwerkzeug mechanisch gestitzt. Im Gegen-
satz zum mechanisch stabilen Trager aus Metallen wie Kupfer
oder Eisen mit Aussparungen hat diese Verfahrensweise den
Vorteil, dass das Formwerkzeug mehrfach eingesetzt werden
kann und lediglich die Folie Verbrauchsmaterial darstellt,
wobeli derartige Folien im Verh&dltnis zu einem mechanisch sta-
bilen Trdger aus Metall wesentlich preiswerter herstellbar

sind.

Eine weitere Ausfiihrungsform der Erfindung sieht vor, dass
zusdtzliche Aussparungen filir duBere Flachenkdntakte von
Durchkontakten auf dem Trdger vorgesehen werden. Zur Abschei-
dung derartiger Durchkontakte wird eine weitere strukturierte
Photolackschicht nach Fertigstellung und Abscheidung der Fla-
chenkontakte und der Umverdrahtungsstruktur auf dem Trdger in
einer Dicke aufgebracht, die groRer ist als die Dicke des fiir
das elektronische Bauteil vorgesehenen Halbleiterchips. Die
strukturierte Photolackschicht 1aft die &ufleren Flachenkon-

takte frei, die fiir die Abscheidung der Durchkontakte vorhan-
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den sind. Dazu weist die weitere Photolackschicht in diesem
Bereich Offnungen auf, die anschlieBend zu Durchkontakten

chemisch oder galvanisch aufgefilillt werden.

Anschliefend kann diese der Dicke des Halbleiterchips ange-
passte weitere Photolackschicht entfernt werden, so dass auf
dem Tr&dger nun &uBere Fl&dchenkontakte, eine Umverdrah-
tungsstruktur und zus&tzliche Durchkontakte, die sich von der
Unterseite des elektronischen Bauteils bis zur Oberseite des
elektronischen Bauteils erstrecken, fertiggestellt sind. In
eine derart vorbereitete Struktur kann ein Halbleiterchip mit
bekannter Technologie, wie Flip-Chip-Technik oder Bondtechnik

eingepasst und elektrisch verbunden werden.

Eine Moglichkeit die nun vorliegenden Komponenten in einer
Kunststoffgehdusemasse einzubetten kann mittels eines Form-
werkzeugs fiir eine Spritzgubtechnik erfolgen, wobei das Form-
werkzeug Kavitdten aufweist, die der &duBeren Gehduseform der
Kunststoffgehdusemasse angepasst sind. Eine andere Méglich-
keit, eine Kunststoffgehidusemasse aufzubringen, besteht dar-
in, dass ein Dispensionsverfahren angewandt wird, bei dem die

Kunststoffgehdusemasse aufgespriht wird.

Fiir eine simultane Herstellung einer Vielzahl elektronischer
Bauteile ist ein Tridger in Waferform vorgesehen, der zundchst
mit Aussparungen versehen wird, wobei anschliefend alle Ver-
fahrensschritte zur Herstellung einer Vielzahl von elektroni-
schen Bauteilen gemeinsam durchgefithrt werden und schlieflich
nach Entfernen des Tragers in Waferform die Vielzahl elektro-
nischer Bauteile, die in einer Kunststoffgehdusemasse ver-
packt sind, durch Aufteilen der Kunststoffgehdusemasse zu ei-
ner Vielzahl einzelner elektronischer Bauteile getrennt wer-

den. Ein derartiges Verfahren hat den Vorteil, dass zur si-
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multanen beziehungsweise parallelen Herstellung Fertigungs-
strassen eingesetzt werden kénnen, die bisher fiir die Behand-
lung und Bearbeitung von Halbleiterwafern entwickelt wurden.
Damit wird die Gehdusetechnologie kompatibel mit Verfahrens-
schritten, wie sie in der Wafertechnologie bereits bekannt

sind, was Entwicklungs- und Produktionskosten vermindert.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der erfindungsge-
mdBen Vorrichtung und dem erfindungsgemédBen Verfahren die
Gestaltungsmdglichkeit vorhandener Verpackungssysteme fiir
Halbleiterchips vergroBert und gleichzeitig der Raumbedarf
fiir ein elektronisches Bauteil mit einem Halbleiterchip ver-
mindert wird. Ferner werden die Kosten fir die Herstellung
derartiger elektronischer Bauteile dadurch vermindert, dass
ein komplexer Umverdrahtungskérper‘entbehrlich ist. Dazu kann
stattdessen eine entfernbare Kupferplatte mit zusadtzlichen
Aussparungen, um die &duBeren Flachenkontakte zu bilden, ge-.
formt werden, wobei diese Aussparungen durch einen Prégepr&—
zess widhrend der Herstellung der Kupferplatte oder durch ein
einseitiges Atzen vor dem Aufbringen von Fl&dchenkontakten und

Umverdrahtungsstrukturen durchgefiihrt wird.

Durch das Vorsehen von zwei Photolackschritten fiir das Her-
stellen der Flachenkontakte und der Umverdrahtungsstruktur
kénnen unterschiedliche Materialdicken der &duBeren Flachen-
kontakte beziehungsweise der Umverdrahtungsstruktur reali-
siert werden, so dass Umverdrahtungsstrukturen im Bereich von
einer Dicke von 5 bis 50 Mikrometer und andererseits &duRere
Fliachenkontakte von einer Dicke wvon 10 bis 500 Mikrometern

realisiert werden kénnen.

Fiir die Herstellung von stapelbaren Bauteilen kénnen kleinere

Aussparungen flr die &duBeren Flachenkontakte der Durchkontak-



10

15

20

25

30

WO 03/103042 15 PCT/DE03/01663

te vorgesehen werden und groRere Aussparungen fir die duBeren
Flachenkontakte, um beispielsweise auf den duBeren Fl&chen-
kontakten makroskopische Lothécker oder Lotbdlle anzuordnen
und auf den Fldchenkontakten Durchkontakte mit Durchmessern
in der GroBenordnung von Bonddrdhten. Mit den kleineren FlE-
chenkontakten flir die Durchkontakte wird dabei erreicht, dass

der Raumbedarf fiur das elektronische Bauteil vermindert wird.

Um vertikale Durchkontakte abscheiden zu kénnen, kann ein
spezieller Photolack und eine spezielle Technik zur Herstel-
lung der Photolackschicht eingesetzt werden, so dass beim Be-
lichten und beim Entwickeln der Photolackschicht vertikale
Seitenwdnde der Offnungen in der Photolackschicht fiir die
Durchkontakte entstehen. Neben der chemischen oder galvani-
schen Abscheidung von Metallen fir die Durchkontakte koénnen
die Offnungen fiir die Durchkontakte mit auch hochschmelzendem
Lotmaterial gefiillt werden, das sich in einem FlieBprozess
gleichméBig in den Offnungen fiir die Durchkontakte verteilt.
Die Durchkontakte koénnen anschlieBend noch von der Oberseite
aus gereinigt werden und auch mit einer zus&dtzlichen Edelme-

tallschicht versehen werden.

Das erfindungsgemdBe elektronische Bauteil ist &duBerst ro-
bust. Alle Kontakte sind in entsprechenden Harzkomponenten
der Kunstoffgehdusemasse eingebettet, so dass die Gefahr der
Beschddigung der Umverdrahtungsstruktur oder der Durchkontak-
te wdhrend einer Test- und einer Handhabungsphase minimiert
ist. Dariber hinaus ist durch den Wegfall des Umverdrah-
tungstrdgers die gesamte Bauteilhdhe &duBerst niedrig, so dass
typischerweise Bauteile mit einer Bauteilhdhe kleiner als 400
Mikrometern realisiert werden konnen, wodurch zweifach gesta-
pelte Bauteile mit einer H&he kleiner als 900 Mikrometer mog-

lich werden.
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Die Erfindung wird nun anhand von Ausfihrungsformen mit Bezug

auf die beiliegenden Figuren ndher erdrtert.

Figur 1

Figur 2

Figur 3

Figur 4

Figur 5

Figur 6

Figur 7

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils einer ersten Ausfiihrungs-

form der Erfindung,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils einer zweiten Ausfiilhrungs-

form der Erfindung,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils einer dritten Ausfihrungs-

form der Erfindung,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
ersten Stapels aus zweil elektronischen Bauteilen

der dritten Ausfiihrungsform der Erfindung,

zelgt eine schematische Querschnittsansicht eines
zweiten Stapels aus zwel elektronischen Bauteilen

der dritten Ausfihrungsform der Erfindung,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
dritten Stapels aus vier elektronischen Bauteilen

der dritten Ausfihrungsform der Erfindung,

zeigt eine teilweise aufgebrochene perspektivische
Ansicht eines vierten Stapels aus zweil elektroni-
schen Bauteilen einer weiteren Ausfihrungsform der

Erfindung,
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8 bis 23

Figur 8

Figur 9

Figur 10

Figur 11

Figur 12

Figur 13

Figur 14
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zeigen Prinzipskizzen zur Herstellung eines elekt-
ronischen Bauteils mittels eines ersten Durchfiih-—

rungsform des erfindungsgemdlen Verfahrens,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer

Trigerplatte mit strukturierter Photolackschicht,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-

platte mit strukturierter Photolackschicht,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tridgerplatte mit gedtzten Aussparungen fir dulere

Fl&dchenkontakte,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte mit gedtzten Aussparungen fir &duBere Fla-

chenkontakte,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Triagerplatte mit einer strukturierten Photolack-
schicht zur selektiven Abscheidung einer Umverdrah-
tungsstruktur und zur Abscheidung von &duleren Fla&-

chenkontakten,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tréger-
platte mit einer strukturierten Photolackschicht
zur selektiven Abscheidung einer Umverdrah-
tungsstruktur und zur selektiven Abscheidung von

duBeren Fldchenkontakten,

zeligt eine schematische Querschnittsansicht einer

Tridgerplatte mit galvanisch abgeschiedener Um-—
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

15

16

17

18

19

20

21

22
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verdrahtungsstruktur und mit galvanisch gleichzei-

tig abgeschiedenen &duBeren Fl&chenkontakten,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte mit einer auf der Tragerplatte abgeschiede-
nen Umverdrahtungsstruktur und von duReren Fldchen-

kontakten,

zeligt eine schematische Querschnittsansicht einer

Tragerplatte mit aufgebrachtem Halbleiterchip,

zeigt eine schematische Draufsicht einer Tréager-

platte mit aufgebrachtem Halbleiterchip,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer

mit Kunststoffgehdusemasse versehenen Trdgerplatte,

zeigt eine schematische Draufsicht einer mit Kunst-

stoffgehdusemasse versehenen Trdgerplatte,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils nach Entfernen des Tr&agers

von dem Bauteil,

zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils nach Entfernen des Tr&gers von dem

Bauteil,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils nach Aufbringen einer LOt-

stoppschicht,



10

15

20

25

30

WO 03/103042

Figur

23

Figuren

24 bis 39

Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

24

25

26

27

28
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zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils nach Aufbringen einer Lotstopp-

schicht,

zeigen Prinzipskizzen zur Herstellung eines elekt-
ronischen Bauteils mittels eines dritten Durchfiih-

rungsbeispiels des erfindungsgemdfen Verfahrens,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tradgerplatte mit einer strukturierten ersten Photo-
lackschicht zur selektiven Abscheidung von &duleren

Flachenkontakten,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tréger-
platte mit einer strukturierten Photolackschicht
zur selektiven Abscheidung von &uleren Fldchenkon-

takten,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tridgerplatte mit galvanisch abgeschiedenen duBeren

Flachenkontakten,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tréager-
platte mit auf der Tragerplatte abgeschiedenen &du-

Beren Fl&dchenkontakten,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trigerplatte mit einer strukturierten zweiten Pho-
tolackschicht zur selektiven Abscheidung einer Um-

verdrahtungsstruktur,
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Figur

Figur

Figur

Figur

Figur

29

30

31

32

33

34

35

36
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zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte mit einer zweiten Photolackschicht zur se-

lektiven Abscheidung einer Umverdrahtungsstruktur,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trdgerplatte mit galvanisch abgeschiedener Um-

verdrahtungsstruktur,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trdger-
platte mit einer auf der Tréagerplatte abgeschiede-

nen Umverdrahtungsstruktur,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tridgerplatte mit einer strukturierten weiteren Pho-
tolackschicht zur selektiven Abscheidung von Durch-

kontakten,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tréger-
platte mit einer weiteren strukturierten Photolack-
schicht zur selektiven Abscheidung von Durchkontak-

ten,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trigerplatte mit galvanisch abgeschiedenen Durch-

kontakten nach Entfernen der Photolackschicht,

zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trdger-
platte mit auf der Trégerplatte abgeschiedenen

Durchkontakten nach Entfernen der Photolackschicht,

zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer

mit Kunststoffgehdusemasse versehenen Trdgerplatte,
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Figur 37 zeilgt eine schematische Draufsicht einer mit einer

Kunststoffgehdusemasse versehenen Tragerplatte,

Figur 38 =zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils nach Aufbringen einer Lot-

stoppschicht,

Figur 39 =zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils nach Aufbringen einer Lotstopp-

schicht.

Figur 1 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines e-
lektronischen Bauteils einer ersten Ausfihrungsform der Er-
findung. Bezugszeichen 2 kennzeichnet Fl&achenkontakte des e-
lektronischen Bauteils 1. Das Bezugszeichen 3 kennzeichnet
eine Umverdrahtungsstruktur, die wie die Fl&chenkontakte ein
chemisch oder galvanisch abgeschiedenes Metall aufweist. Das
Bezugszeichen 4 kennzeichnet einen Halbleiterchip mit einer
aktiven Oberseite 9 und einer passiven Riickseite 8. Das Be-
zugszeichen 5 kennzeichnet Kontaktfldchen auf der aktiven O-
berseite 9 des Halbleiterchips 4. Das Bezugszeichen 7 kenn-
zeichnet Kontaktanschlussflachen der Umvefdrahtungsstruktur,
die den Positionen der Kontaktfl&chen 5 des Halbleiterchips 4
angepasst sein kodnnen. Das Bezugszeichen 12 kennzeichnet die
Unterseite des elektronischen Bauteils, auf der die Flachen-
kontakte 2 in einem RastermaB r angeordnet sind. Das Bezugs-
zZzeichen d kennzeichnet die Dicke des Halbleiterchips 4, die

geringer ist als die Dicke D der Kunststoffgehidusemasse 6.

Dieses elektronische Bauteil 1 weist trotz Umverdrah-
tungsstruktur 3, mit deren Hilfe die mikroskopisch kleinen
Kontaktflachen 5 des Halbleiterchips 4 zu makroskopisch gro-

Ben duBeren Flachenkontakten 2 idber Umverdrahtungsleitungen



10

15

20

25

30

WO 03/103042 22 PCT/DE03/01663

27 gefihrt werden, keinen Umverdrahtungstrdger auf. Vielmehr
wird die Funktion des Umverdrahtungstrégers oder Umverdrah-
tungskdrpers durch die Kunststoffgehdusemasse 6 iibernommen,
so dass der Raumbedarf des elektronischen Bauteils 1 mini-

miert werden kann.

In dieser ersten Ausfiihrungsform der Erfindung ist der Halb-
leiterchip 4 in der Kunststoffgehdusemasse auf der Umverdrah-
tungsstruktur 3, die ein chemisch oder galvanisch selektiv
abgeschiedenes Metall aufweist, in Flip-Chip-Technik angeord-
net. Die mikroskopisch kleinen Kontaktfl&dchen 5 werden mit
Hilfe der Umverdrahtungsstruktur 3 teilweise mit duReren Fl&-
chenkontakten 2 verbunden, die {iber den Rand des Halbleiter-
chips 4 hinaus in der Kunststoffgehdusemasse 6 angeordnet
sind. Diese Anordnung wird auch "Fan-Out"-Anordnung genannt.
Sie wird vorteilhaft in dieser Ausfilhrungsform der Erfindung
angewandt, um eine ausreichende Anzahl von makroskopischen
Flachenkontakten 2 auf der Unterseite 12 des elektronischen

Bauteils 1 unterzubringen.

Die Verbindung zwischen den Kontaktfldchen 5 des Halbleiter-
chips 4 und den Kontaktanschlussfldchen 7 der Umverdrah-
tungsstruktur 3 wird Uber innere Flachenkontakte 28 herge-
stellt. Derartige innere Flachenkontakte 28 sind nur wenige
Quadratmikrometer groB, wadhrend die duBeren Flachenkontakte 2
mehrere zehn bis mehrere hundert Quadratmikrometer grof sein
kdnnen. Anstelle von inneren Fl&chenkontakten 28, wie in der
Ausfihrungsform nach Figur 1, konnen auch innere Kontaktbdlle
oder Kontakthocker die Verbindung zwischen den Kontaktflachen
5 des Halbleiterchips 4 und den Kontaktanschlussfldchen 7 der
Umverdrahtungsstruktur 3 herstellen. Derartige innere Kon-
takthocker oder Kontaktbdlle vergréfern jedoch die Dicke D

der Kunststoffgehdusemasse 6 um fast 50 Mikrometer, da innere
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Kontaktbdlle oder Kontakthécker wesentlich dicker ausgefiihrt
werden als die mikroskopisch kleinen inneren Flachenkontakte

28; die in Dicken von wenigen Mikrometern darstellbar sind.

Zum Schutz der Unterseite 12 des elektronischen Bauteils 1
kann das Bauteil 1 auf der Unterseite 12 eine Lotstoppschicht
18 aufweisen, welche die Unterseite der Umverdrahtungsstruk-
tur 3 abdeckt und nur die &duBeren Flachenkontakte 2 frei

lasst.

Auch die &duBeren Fl&chenkontakte 2 kdnnen chemisch oder gal-
vanisch abgeschiedenes Metall aufweisen und konnen das glei-
che Material aufweisen wie die Umverdrahtungsstruktur 3. Als
chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metalle werden Nickel,
Palladium, Gold oder Silber eingesetzt oder eine Schichtfolge
dieser Metalle vorgesehen. Auch Legierungen dieser Metalle
kénnen eine Anwendung finden. Fir Schichtfolgen dieser Metal-
le haben sich Schichtfolgen aus Gold Nickel Gold, Palladium
Nickel Palladium, Gold Silber Gold bewdhrt, wobei die Zwi-
schenschicht auch Kupfer aufweisen kann, wenn die &duReren
Schichten eine Dicke aufweisen, die jedem Atzangriff einer
Kupferdtze standhdlt. Diese Forderung muss jedoch nur dann
erflillt werden, wenn bei der Herstellung eines derartigen e-
lektronischen Bauteils eine Opferkathode aus Kupfer fir die
galvanische Abscheidung der Fl&chenkontakte und der Um-

verdrahtungsstruktur eingesetzt wird.

Chemisch oder galvanisch abgeschiedene &uBere Fl&chenkontakte
2 und Umverdrahtungsstrukturen 3 aus Kupfer kénnen immer dann
realisiert werden, wenn diese Strukturen auf einer entspre-
chend vorgepradgten Folie abgeschieden werden, die entweder
eine leitende Beschichtung aufweist oder selbst leitend ist.

Kupfer hat insbesondere fir die Umverdrahtungsstruktur 3 den
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Vorteil, dass Umverdrahtungsleitungen 27 in einer Leitungs-

breite im Submikrometerbereich darstellbar sind.

Figur 2 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines e-
lektronischen Bauteils 1 einer zweiten Ausfiihrungsform der
Erfindung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in Figur 1
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht

extra erdrtert.

Ein Unterschied der zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung
nach Figur 2 gegeniiber der ersten Ausfihrungsform der Erfin-
dung nach Figur 1 besteht darin, dass der Halbleiterchip
nicht in Flip-Chip-Technik in der Kunststoffgehdusemasse 6
angeordnet ist, sondern mit seiner Riickseite 8 Uber eine iso-
lierende Klebstoffschicht 29 auf der Umverdrahtungsstruktur 3
montiert ist. Die auf der aktiven Oberseite 9 des Halbleiter-
chips 4 angeordneten Kontaktfldchen 5 sind lber Bonddrdhte 10
mit den Kontaktanschlussfldchen 7, die hier als Bondfinger 30
ausgebildet sind, mit der Umverdrahtungsstruktur und damit
mit den &uBeren Flachenkontakten 2 verbunden. Die GrodRenord-
nung der Bondfinger 30 sowie der Kontaktfl&dchen 5 richtet
sich nach dem Durchmesser der Bonddrahte 10 und liegt in der
GroBenordnung von mehreren zehn Mikrometern vorzugsweise zwi-

schen 15 und 50 Mikrometern.

Wahrend die Bondfinger 30 auBerhalb des Halbleiterchips 4 in

der Kunststoffgehidusemasse 6 angeordnet sind, kénnen die &du-

Beren Flachenkontakte 2 unterhalb des Halbleiterchips 4 ange-
ordnet sein, was auch als "Fan-In"-Anordnung bezeichnet wird.
Obgleich in dieser zweiten Ausfiihrungsform der Erfindung eine
metallische Chipinsel unter dem Halbleiterchip 4 nicht vorge-
sehen ist, kann durch einen zentral angeordneten &duberen Fl&a-

chenkontakt 2 iiber die Umverdrahtungsstruktur 3 und eine ent-
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sprechende Bondverbindung 10 eine Masseverbindung an die ak-
tive Oberseite des Halbleiterchips 4 gelegt werden, welche
die Funktion der Massezufiihrung einer Chipinsel iibernehmen

kann.

Figur 3 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines e-
lektronischen Bauteils einer dritten Ausfihrungsform der Er-
findung. Komponenten mit gleichen Funktionen wie in den vor-
hergehenden Figuren werden mit gleichen Bezugszeichen gekenn

zeichnet und nicht extra erdértert.

Die dritte Ausfilhrungsform der Erfindung nach Figur 3 unter-
scheidet sich wvon den vorhergehenden Ausfiihrungsformen der
Erfindung dadurch, dass auf der Umverdrahtungsstruktur Durch
kontakte 11 angeordnet sind, die sich von der Unterseite 12
des elektronischen Bauteils 1 zur Oberseite 13 des elektroni
schen Bauteils 1 erstrecken. Das Material b des Durchkontak-

tes 11 kann ebenfalls ein chemisch oder galvanisch abgeschie

denes Metall aufweisen oder kann mittels schmelzfliissigem Lot

hergestellt sein.

Der auflere Flachenkontakt 2, der zu dem Durchkontakt 11 ge-
hort, kann an seiner Unterseite eine Beschichtung aufweisen,
die ein Verloten des Durchkontaktes 11 mit anderen Durchkon-
takten 11 erleichtert. Das gleiche kann auf der Oberseite 13
fir den Durchkontakt 11 ausgefiihrt sein. Sowohl der &uBere
Fldchenkontakt 2 als auch der Durchkontakt 11 kdnnen wesent-
lich kleinere Durchmesser aufweisen als die makroskopischen
duleren Fladchenkontakte 2 fiir die Verbindung zu den Kontakt-
flachen 5 des Halbleiterchips 4. Damit ist es mo6glich, Fl&a-
chenkontakte 11 rund um den Halbleiterchip 4 anzuordnen, die
den Raumbedarf der Kunststoffgehdusemasse 6 nicht wesentlich

vergrobern.
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Die Gesamtdicke H eines derartigen elektronischen Bauteils
kann unter 400 Mikrometern liegen, vorzugsweise im Bereich
von 250 bis 300 Mikrometern. Eine derart niedrige Hohe des
elektronischen Bauteils 1 wird insbesondere durch die Flip-
Chip-Montage des Halbleiterchips 4 erreicht und durch den
Einsatz innerer Flachenkontakte 28 flir die Verbindung zwi-
schen den Kontaktfl&chen 5 des Halbleiterchips 4 und den Kon-

taktanschlussfl&dchen 7 der Umverdrahtungsstruktur 3.

Figur 4 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
ersten Stapels aus zwei elektronischen Bauteilen 1 der drit-
ten Ausfihrungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei-

chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erdrtert.

Durch das Vorsehen von Durchkontakten 11 in der Kunststoffge-
hdusemasse 6 ist es mdglich, wie die vierte Ausfiihrungsform
der Erfindung zeigt, derartige elektronische Bauteile 1 der
dritten Ausfithrungsform der Erfindung wie sie in Figur 3 ge-
zelgt werden, vertikal aufeinander zu einem Baustein 14 zu
stapeln. Bel diesem Stapelvorgang werden lediglich die Durch-
kontakte 11 mit den &uBeren Fldchenkontakten 2 der Durchkon-
takte 11 untereinander verbunden, so dass iliber die Umverdrah-
tungsstruktur 3 beide Halbleiterchips 4 miteinander kommuni-
zleren konnen. Dabei bleibt das RastermaB r der &uBeren Fl&-

chenkontakte 2 erhalten.

Ein derartiger Stapel aus zwel elektronischen Bauteilen 1 der
dritten Ausfiihrungsform der Erfindung, wie es Figur 4 zeigt,
kann mit einer Gesamththe H unter 900 Mikrometern realisiert
werden, vorzugsweise liegt die Gesamthdéhe H zwischen 500 und

600 Mikrometern. Durch Diunnschleifen der Halbleiterchips 4
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kann die Hohe H weiter reduziert werden. In jedem Fall wird
bei diesem Stapel gegeniiber Stapeln mit Umverdrahtungsplatten
oder Umverdrahtungskdrpern die Dicke des Umverdrahtungstra-
gers eingespart, da bei dieser Ausfihrungsform der Erfindung
lediglich Umverdrahtungsstrukturen aus einem chemisch oder
galvanisch abgeschiedenen Metall realisiert werden und keine

stiitzenden Umverdrahtungstrédger erforderlich sind.

Figur 5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
zweiten Stapels aus zwel elektronischen Bauteilen 1 der drit-
ten Ausfihrungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei-

chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erotrtert.

Der hier in Figur 5 abgebildete Stapel unterscheidet sich von
dem Stapel in Figur 4 dadurch, dass auf den Fl&chenkontakten
2 des unteren elektronischen Bauteils 1 Lotb&dlle 31 oder Lot-
hécker angeordnet sind, die ein Verbinden des elektronischen
Bausteins 14 aus mehreren elektronischen Bauteilen 1 mit ei-
ner ibergeordneten Schaltungsstruktur, beispielsweise auf ei-

ner Leiterplatte, erleichtern.

Figur 6 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
dritten Stapels aus vier elektronischen Bauteilen 1 der drit-
ten Ausfiihrungsform der Erfindung. Komponenten mit gleichen
Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren werden mit glei-

chen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erdrtert.

Die Gesamthdhe H dieses Bausteins 14 aus vertikal gestapelten
elektronischen Bauteilen 1 liegt unter 1,8 Millimetern, vor-
zugsweise zwischen 1000 und 1200 Mikrometern und unter Ein-
satz diinn geschliffener Halbleiterchips 4 kénnen Gesamtdicken

von 250 Mikrometern erreicht werden. In der Gesamthdhe H wird
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bei dieser Ausfiihrungsform der Erfindung zumindest die vier-
fache Dicke eines Umverdrahtungstrédgers in Form einer Um-
verdrahtungsplatte eingespart, so dass duberst kompakte e-

lektronische Bausteine 14 herstellbar werden.

Figur 7 zeigt eine teilweise aufgebrochene perspektivische
Ansicht eines vierten Stapels aus zwei elektronischen Bautei-
len 1 einer weiteren Ausfihrungsform der Erfindung. Komponen-
ten mit gleichen Funktionen wie in den vorhergehenden Figuren
werden mit gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht

extra erdrtert.

Mit diesem Ausfiihrungsbeispiel wird die hohe Flexibilitat und
Kompaktheit von Stapeln aus elektronischen Bauteilen 1 der
dritten Ausfihrungsform der Brfindung dargestellt. Die Anzahl
der Durchkontakte 11 ist bei dieser Ausfihrungsform der Er-
findung sechsunddreiBig. Entsprechend sind sechsunddreifig
Umverdrahtungsleitungen 27 in den einzelnen Bauteilebenen
vorzusehen. Bei dieser hohen Anzahl von Umverdrahtungsleitun-
gen kommt es wesentlich darauf an, dass diese Umverdrahtungs-
leitungen 27 zwischen den Kontaktanschlussfldchen 7 und den
Durchkontakten 11 entsprechend schmal gestaltet werden kon-
nen, was insbesondere durch Kupferleitungen oder Nickellei-
tungen realisierbar ist. Wahrend zur Oberseite des gestapel-
ten Bausteins 14 nur die sechsunddreiflig Durchkontakte 11
herausschauen, die ihrerseits mit l6tbaren Beschichtungen be-
deckt sein konnen, sind auf der Unterseite 12 neben den
sechsunddreiBig Durchkontakten 11 entsprechend viele aduBere
Fliachenkontakte 2 vorgesehen, die in einer Matrix mit ein-
heitlichem Rastermal r angeordnet sein kénnen. Die Durchkon-
takte 11 k&nnen einen wesentlich kleineren Durchmesser auf-

weisen als duBeren Fladchenkontakte 2, so dass ein relativ
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kompakter elektronischer Baustein 14 mit entsprechenden

Durchkontakten realisierbar ist.

Die Figuren 8 bis 23 zeigen Prinzipskizzen der Herstellung
eines elektronischen Bauteils 1 mittels eines ersten Durch-
fiihrungsbeispiels des erfindungsgemédfBen Verfahrens. Komponen-
ten in den nachfolgenden Figuren 8 bis 23, die gleiche Funk-
tionen wie in den vorhergehenden Figuren erfiillen, werden mit
gleichen Bezugszeichen gekennzeichnet und nicht extra erdr-

tert.

Figur 8 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trdgerplatte 26 mit einer strukturierten Photolackschicht 17.
Die strukturierte Photolackschicht 17 weist Offnungen 32 an
den Positionen auf, an denen Vertiefungen oder Aussparungen
fiir duBere Fl&chenkontakte in den Trdger 15 in einem Raster-

maBl r eingebracht werden sollen.

Die Figur 9 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tré&-
gerplatte mit strukturierter Photolackschicht 17. Die hier
kreisrunden Offnungen 32 in der Photolackschicht 17 entspre-
chen den Dimensionen der herzustellenden Aussparungen fir &au-
Bere Fliachenkontakte eines elektronischen Bauteils in einem
vorbestimmten RastermaB r. Die Pfeile A-A kennzeichnen die
Schnittebenen, in denen die zugehdrigen Querschnittsansichten
der Figur 8 und der folgenden Querschnittsansichten aufgenom-

men sind.

Figur 10 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer

Trigerplatte 26 mit gedtzten Aussparungen 16 flir duBere Fla-
chenkontakte eines elektronischen Bauteils. Die Aussparungen
16 in der Tragerplatte 26 aus Kupfer oder einer Kupferlegie-

rung sind relativ flach gedtzt bei diesem Durchfiihrungsver-
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fahren der vorliegenden Erfindung. Als Tr&germaterial fir
dieses erste Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens kann als
Tragermaterial auch Eisen oder eine Eisenlegierung vorgesehen

werden.

Figur 11 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tr&dger-
platte 26 mit gedtzten Aussparungen 16 fiir duBere Flachenkon-
takte. Diese Aussparungen sind hier nur prinzipiell auf neun
Aussparungen begrenzt und in einer Matrix mit einem RastermaB
r angeordnet. Die Anzahl der &duberen Fl&chenkontakte kann je-

doch beliebig erhdht werden, wie es die Figur 7 zeigt.

Figur 12 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tragerplatte 26 mit einer strukturierten Photolackschicht 17
zur selektiven Abscheidung einer Umverdrahtungsstruktur und
zur gleichzeitigen selektiven Abscheidung von duleren Fla-
chenkontakten. Eine derart vorbereitete Trdgerplatte 26 aus
Kupfer oder einer Kupferlegierung weist Offnungen in der Pho-
tolackschicht 17 auf, die eilnerseits der Geometrie der duRe-
ren Flidchenkontakte 2 entsprechen und andererseits Offnung
32, die der zu bildenden Umverdrahtungsstruktur 3 entspre-
chen. Die flichige Geometrie wird in der n&dchsten Figur ge-

zelgt.

Figur 13 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tr&ger-
platte mit einer strukturierten Photolackschicht 17 zur se-
lektiven Abscheidung einer Umverdrahtungsstruktur und zur se-
lektiven Abscheidung von duBeren Flachenkontakten 2. Dazu
sind in dieser Struktur die bereits in Figur 1 gezeigten Ver-
tiefungen 16 dargestellt, die von der Photolackschicht 17
freigehalten werden und zusdtzlich sind Strukturen fir eine
Umverdrahtung 3 vorgesehen, die mikroskopisch kleine Kontakt-

fldchen des Halbleiterchips 4 mit den makroskopisch groBen
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Flichen der duReren Flichenkontakten 2, die sich in den Aus-

sparungen 16 ausbilden sollen, verbinden.

Figur 14 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trigerplatte 26 mit galvanisch abgeschiedener Umverdrah-
tungsstruktur 3 und mit galvanisch gleichzeitig abgeschiede-
nen duBeren Flachenkontakten 2 nach Entfernen der in Figur 12
und 13 gezeigten Photolackschicht 17. Bei diesem Durchfiih-
rungsbeispiel des erfindungsgemédfen Verfahrens, werden sowohl
die &duBeren Kontaktfldchen als auch die Leitungen der Um-
verdrahtungsstruktur 3 in einem galvanischen Abscheidungs-
schritt hergestellt, in dem der metallische Trdger 15 auf das
Kathodenpotential eines entsprechenden Elektrolytbades gelegt
wird. Dabei wird aufgrund der Isolation durch die Photolack-
schicht 17, wie sie in Figur 13 gezeigt wird, verhindert,
dass eine grofflachige Abscheidung von Metall auf der Trager-
platte 26 stattfinden kann. Vielmehr wird feinkristallin ein
Metall wie Nickel, Palladium, Gold oder Silber in der Dicke
der Photolackschicht ein den vorgesehenen Offnungen des in
Figur 13 gezeigten strukturierten Photolackes 17 abgeschie-

den.

Figur 15 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte 26 mit einer auf der Trédgerplatte 26 abgeschiedenen
Umverdrahtungsstruktur 3 und den &uBeren Flachenkontakten 2
nach Entfernen der in Figur 13 gezeigten Photolackschicht 17.
Wihrend in dieser Draufsicht nur neun &dufere Kontaktfldchen 2
zu sehen sind, kann die Zahl der &uferen Kontaktfl&dchen 2 be-
liebig erhdht werden. In dieser Ausfiihrungsform der Erfindung
ist eine zentrale &duBere Kontaktfl&che 2 im Zentrum der
Struktur vorgesehen, die mit einer auRenliegenden duberen
Kontaktfldche 2 iiber eine Umverdrahtungsleitung 27 elektrisch

verbunden ist. Ein derartiger zentraler &uBerer Fl&chenkon-
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takt kann beispielsweise fiir das Anlegen eines Massepotenti-
als vorgesehen werden, das dann ilber die Umverdrahtungslei-
tung 27 auch auf einem weiteren &uBeren Fl&dchenkontakt 2 an-
geboten werden kann. Dartiber hinaus zeigt Figur 11 die mikro-
skopisch kleinen Kontaktanschlussfldchen 7 jeder Umverdrah-
tungsleitung, wobei das hier dargestellte GroBenverhdltnis
zwischen mikroskopisch kleinen Kontaktanschlussfl&dchen 7 und
duBeren Flachenkontakten 2 nicht maBstabsgetreu dargestellt
ist, zumal die Kontaktanschlussfldchen 7 nur wenige Quadrat-
mikrometer groR sein kdnnen, wdhrend die Aubenkontaktfl&chen

bis zu einigen hundert Quadratmikrometern aufweisen.

Figur 16 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tragerplatte 26 mit aufgebrachtem Halbleiterchip 4. Der Halb-
leiterchip 4 ist in dieser Ausfiihrungsform der Erfindung in
Flip-Chip-Technik tiber innere Fl&chenkontakte 28 mit den Kon-
taktanschlussfldchen 7 der Umverdrahtungsstruktur 3 verbun-
den. Die inneren Flichenkontakte 28 kénnen dazu Materialien
aufweisen, die ein Diffusionsldten auf der Umverdrah-
tungsstruktur 3 ermdglichen. Beim Diffusionsl&ten entstehen
intermetallische Phaseniibergidnge, die eine &uferst stabile
elektrische Verbindung zwischen den Kontaktfldchen des Halb-
leiterchips 4 und den Kontaktanschlussflédchen 7 der Um-
verdrahtungsplatte iber die inneren Flachenkontakte 28 ge-

wadhrleistet.

Figur 17 zeigt eine schematische Draufsicht einer Tragerplat-
te 26 mit einem aufgebrachten Halbleiterchip 4. Dieser Halb-
leiterchip 4 ist in dieser Draufsicht von der Riickseite 8 her
zu sehen, weshalb die mikroskopisch kleinen Kontaktfldchen 5
und die zugehdérigen Kontaktanschlussfldchen 7 der Umverdrah-
tungsstruktur 3 in gestrichelten Linien dargestellt sind. Die

Kontaktanschlussfldchen 7 werden in einer sogenannten "Fan-
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Out"-Anordnung nach auben verlegt, da die Grundfldche des
Halbleiterchips 4 nicht ausreicht, um die makroskopischen au-
Beren Flachenkontakte in dem Bereich unterzubringen. Somit
sind die duBeren Flachenkontakte 2 in dieser Ausfiihrungsform
der Erfindung und der Darstellung der Figur 17 sichtbar. Von
der Umverdrahtungsstruktur 3 sind lediglich kurze Umverdrah-
tungsleitungsabschnitte 27 zu erkennen, da der Rest der Um-

verdrahtungsstruktur von dem Halbleiterchip 4 abgedeckt wird.

Figur 18 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
mit Kunststoffgehdusemasse 6 versehenen Tragerplatte 26. Bei
dem Aufbringen der Kunststoffgehdusemasse 6 wird sowohl der
Halbleiterchip 4 als auch die Umverdrahtungsstruktur 3 voll-
standig in Kunststoffgehiusemasse eingebettet, lediglich der
Grenziibergang zu der metallischen Tragerplatte 26 bleibt be-
stehen und wird nicht von Kunststoffgehdusemasse 6 einge-

schlossen.

Figur 19 zeigt eine schematische Draufsicht einer mit Kunst-
stoffgehdusemasse 6 versehenen Trdgerplatte, so dass die O-
berseite 13 des elektronischen Bauteils eine nicht struktu-
rierte glatte Oberflidche aus Kunststoffgehdusemasse 6 dar-
stellt. Jedoch ist das elektronische Bauteil, das in der
Kunststoffgehdusemasse angeordnet ist, noch nicht funktions-
fahig, da die metallische Tréagerplatte 26 samtliche dubere
Flichenleiter und Teile der Umverdrahtungsstruktur kurz-
schlieBt. Dieser Kurzschluss wird dadurch aufgehoben, dass
die als Opferplatte vorgesehene metallische Tragerplatte 26,
die in diesem Durchfiihrungsbeispiel der Erfindung aus einem
Trigermaterial a besteht, das sich von dem galvanisch abge-
schiedenen b der &duBeren Flichenkontakte und der Umverdrah-
tungsstruktur unterscheidet, bis zur Grenzflédche zwischen den

Materialien a und b, beziehungsweise der Grenzfldche zwischen
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dem Material a und der Kunststoffgehdusemasse 6 abgedtzt. Da-
zu kann die in Figur 18 gezeigte Struktur in ein entsprechen-
des Atzbad getaucht werden. Durch den Unterschied der Atzra-
ten fur Kupfer oder Kupferlegierungen oder Nickel und Nickel-
legierungen als Materialien a beziehungsweise b kann relativ
prazise der Atzvorgang beendet werden, wenn der Ubergangsbe-

reich zwischen Kupfer und Nickel erreicht ist.

Figur 20 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils 1 nach Entfernen des Trégermaterials
von dem Bauteil 1, so dass nun die &uBeren Flachenkontakte
und auch die Umverdrahtungsstruktur zumindest einseitig frei-

liegen und auf diese von auBen zugegriffen werden kann.

Figur 21 zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils 1 nach Entfernen des metallischen Trédgers von
dem Bauteil 1. Sowohl die &duBeren Fl&achenkontakte 2 als auch
die Umverdrahtungsstruktur mit ihren Kontaktanschlussfldchen
7 sind zunichst freiliegend auf der Unterseite 12 des elekt-
ronischen Bauteils angeordnet. Durch Anbringen einer struktu-
rierten Lotstoppschicht kénnen jedoch die Umverdrahtungsbe-

reiche abgedeckt werden und nur die &duBeren Flachenkontakte 2

freigelegt bleiben.

Figur 22 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils 1 nach Aufbringen einer Lotstoppmaske
18. Diese Lotstoppmaske 18 wird auf die Unterseite des elekt-
ronischen Bauteils aufgebracht, um die Umverdrahtungsstruktur
3 zu schiitzen und gleichzeitig die Moglichkeit der Anbringung
von Lotbidllen auf den &duBeren Fl&achenkontakten auf diese
selbst zu begrenzen und ein ZerflieBen des Materials entlang
der Umverdrahtungsleitungen des Umverdrahtungsmusters 3 zu

verhindern.
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Figur 23 zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils 1 nach Aufbringen einer Loétstoppschicht 18.
Teilweise ist die Kunststoffgehidusemasse 6 in den freigeleg-
ten Flichen der &uBeren Flichenkontakte noch zu sehen, da die
Offnungen in der Ldtstopplackschicht etwas gréBer gewdhlt

wurden als die Durchmesser der duBeren Fldchenkontakte 2.

In einem hier nicht dargestellten Verfahren zur Herstellung
eines elektronischen Bauteils wird eine Tr&gerfolie mit ein-
geprigten Aussparungen fiir duBere Fldchenkontakte verwendet.
Die Folie kann eine fiir chemische Abscheidungen oberfldchen-
aktivierte Folie sein oder fiir galvanische Abscheidungen eine
elektrisch leitfdhige Folie sein oder eine Folie, die mit ei-
ner leitenden Substanz wie Graphit oder Metall beschichtet
ist. Der Vorteil eines Herstellungsverfahrens, das auf einer
Tragerfolie basiert, ist, dass ein Wegdtzen der Trdgerplatte
des ersten Durchfiihrungsbeispiels entfdllt und nach Fertig-
stellung des elektronischen Bauteils die Folie lediglich von

der Unterseite des Bauteils abzuziehen oder aufzuldsen ist.

Der weitere Vorteil eines Verfahrens, das auf einer Trdgerfo-
lie basiert, liegt darin, dass das Folienmaterial und damit
das Material des Trigers grundsdtzlich andere Eigenschaften
hat als das Material der Flachenkontakte, die gemdB der vor-
liegenden Erfindung ein chemisch oder galvanisch abgeschiede-
nes Metall aufweisen. Somit kann als Material des Fldchenkon-
taktes auch unmittelbar Kupfer eingesetzt werden. Ferner
sind die Schichtfolgen Gold Kupfer Gold oder Palladium Kupfer
Gold oder Nickel Kupfer Gold problemlos herstellbar, da ein

Atzschritt bei dem Einsatz einer Trdgerfolie 21 entf&dllt.
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Wie bei einem Verfahren, das auf einer Trégerplatte vorzugs-—
weise aus Kupfer, Eisen oder Legierungen derselben basiert,
sind auch hier die Aussparungen in einém vorgegebenen Raster-
ma® angeordnet, was dem RastermaB einer iibergeordneten Schal-
tung beispielsweise auf einer Leiterplatte entspricht, um das
elektronische Bauteil mit einer iibergeordneten Schaltung e-

lektrisch zu verbinden.

Im Unterschied zu dem in den Figuren 8 bis 23 gezeigten Ver-
fahren wird die gesamte Tridgerfolie unter Freilassung der
Aussparungen mit einer ersten Photolackschicht abgedeckt, die
ein Abscheiden von Fliachenkontaktmaterial auf der durch die
Photolackschicht geschiitzten Flidchen der Tragerfolie verhin-
dern soll, so dass lediglich das Material der Fl&chenkontakte

in den Aussparungen abgeschieden wird.

Ab diesem ProzeBschritt geht es weiter wie bel dem oben be-

schriebenen Verfahren.

Im Gegensatz zur Atztechnik, die in dem ersten Beispiel fir
ein Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils 1
dargestellt ist und in den Figuren 8 bis 23 gezeigt wird,
kann hier die Folie nach Entfernen des in den vorhergehenden
Figuren gezeigten Formwerkzeugs von der Unterseite des elekt-
ronischen Bauteils abgezogen werden oder in einer entspre-
chenden Ldsung aufgeldst werden, ohne dass die in der Kunst-
stoffgehdusemasse eingebettete Umverdrahtungsstruktur und die
aus der Kunststoffgehéusemasse’herausragenden duBeren Fl&-
chenkontakte dabei beschidigt werden. Im Prinzip ist dann das
elektronische Bauteil vollstédndig hergestellt und weist ge-
gentiber anderen Technologien eine &duBerst geringe Bauteilhdhe
auf, die unter 400 Mikrometer liegt, vorzugsweise zwischen

250 und 300 Mikrometer ist. Diese Bauteilhdhe kann weiter mi-
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nimiert werden, wenn der Halbleiterchip vor dem Einbau auf

Dicken d unter 100 Mikrometer gedinnt wird.

In einem weiteren hier nicht gezeigten Verfahren zur Herstel-
lung eines elektronischen Bauteils mittels eines dritten Aus-
fiihrungsbeispiels des erfindungsgemdben Verfahrens wird wie-
der von einem Tridger aus einem Metall oder von einer Trdger-
platte ausgegangen, die zumindest mit einer Metallschicht
versehen ist. Zusdtzlich zu den Aussparungen fir duBere Fla-
chenkontakte sind weitere Aussparungen filir dufbere Fldchenkon-
takte von zu realisierenden Durchkontakten vorgesehen. Dabei
kénnen sich die einen Aussparungen in ihrer GrdRe von den an-
deren Aussparungen in der Weise unterscheiden, dass bei-
spielsweise ihr Durchmesser kleiner ist. Durch den kleineren
Durchmesser der anderen Aussparungen wird gewdhrleistet, dass
die spateren Durchkontakte durch das Gehduse des elektroni-
schen Bauteils einen geringeren Durchmesser aufweisen und da-
mit auch einen geringeren Raum des elektronischen Bauteils

beanspruchen.

Im Ergebnis unterscheiden sich geprégte Aussparungen wie sie
in diesem dritten Ausfiihrungsbeispiel des Verfahrens einge-
setzt werden, von den gedtzten Aussparungen 16, wie sie im
ersten Verfahren eingesetzt wurden, in keiner Weise. Jedoch
kann das Pragen kostengilinstiger sein, da diese Aussparungen
durch eine Prédgewalze eingebracht werden konnen, wdhrend beim
Atzen iiblicherweise eine Photolackschicht vorzusehen ist, die

entsprechend strukturiert sein muss.

Die Anzahl der zus&tzlichen Flachenkontakte sind auf beiden
Seiten in diesem Durchfiihrungsbeispiel des Verfahrens jeweils
vier und entsprechen acht nicht zu sehenden Kontaktflachen

eines Halbleiterchips, wie es bereits in den ersten beiden
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Ausfiihrungsbeispiele gezeigt wird. Der neunte zentrale Kon-
takt in dieser Draufsicht ist mit einem der am Rand angeord-
neten Kontakte {iber eine Umverdrahtungsleitung kurzgeschlos-
sen und bedarf deshalb nicht eines extra Durchkontaktes am

Rand des elektronischen Bauteils.

Figur 24 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Triagerplatte 26 mit einer strukturierten ersten Photolack-
schicht 19 zur selektiven Abscheidung von &duBeren Fldchenkon-
takten in den dafiir vorgesehenen Aussparungen 16 und 23. Dazu
wird auf den Tr&dger 15 die erste Photolackschicht 19 aufge-
tragen und es werden die Bereiche herausentwickelt, in denen

Flichenkontakte vorgesehen sind.

Figur 25 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte 26 mit einer ersten Photolackschicht 19 zur selektiven
Abscheidung von &uBeren Fldchenkontakten. Die Figur 25 unter-
scheidet sich von der Figur 43 lediglich dadurch, dass nun
die Oberseite des Trédgers 15, wie er in Figur 24 gezeigt
wird, mit der ersten Photolackschicht 19 bedeckt ist und le-
diglich die Aussparungen 16 und 23 zum Abscheiden der &duBeren

Flachenkontakte freigelassen werden.

Figur 26 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tragerplatte 26 mit galvanisch abgeschiedenen &duberen Fla-
chenkontakten 2 nach Entfernen der ersten Photolackschicht.
Die Aussparungen, die noch in Figur 24 und 25 zu sehen waren,
sind nun vollstdndig mit einem chemisch oder galvanisch abge-
schiedenen Metall gefiillt und die Oberseite des Tradgers 15
ist frei zur Aufnahme einer weiteren strukturierten Photo-

lackschicht.
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Figur 27 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trdger-
platte 26 mit auf der Tr&gerplatte 26 abgeschiedenen &dufbieren
Flachenkontakten 2. Das Material der Flachenkontakte 2 sowohl
in den Aussparungen fir &dubere Flachenkontakte 2 und in den
Aussparungen fiir Flichenkontakte 2 mit anschlieBenden Durch-
kontakten ist durch den gemeinsamen Abscheidungsprozess voll-
stdndig identisch. Selbstverstandlich kann durch Aufspalten
mit weiteren Photolackschichten unterschiedliches Material
fiir die Aussparungen 23 und die Aussparungen 16 abgeschieden
werden. In diesem Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist je-
doch dieses nicht vorgesehen, zumal jeder zus&dtzliche Photo-
lackschritt oder Photolithographieschritt die Prozesskosten
erhoht. ‘
Figur 28 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trigerplatte 26 mit einer strukturierten zweiten Photolack-
schicht 20 zur selektiven Abscheidung einer Umverdrah-
tungsstruktur. Ahnlich wie beim zweiten Durchfiihrungsbeispiel
des Verfahrens sind hier die Materialien der Umverdrah-
tungsstruktur und der &uBeren Flachenkontakte 2 unterschied-
lich wahlbar, da hier zwei getrennte Photolackschritte mit je
einer Photolackmaske fiir das Abscheiden der duReren Flachen-
kontakte 2 und fiir das Abscheiden der Umverdrahtungsstruktur
vorgesehen sind. Ferner kann sich die Dicke der &duberen Fl&-
chenkontakte 2 wesentlich von der Dicke der Umverdrah-
tungsstruktur 3 unterscheiden, da in diesem dritten Durchfih-
rungsbeispiel, &dhnlich wie beim zweiten Durchfiihrungsbeispiel
zwel Photolackschritte 19 und 20 zur Strukturierung von Um-—
verdrahtungsstruktur 3 und duBerer Fldchenkontakte 2 vorgese-

hen sind.

Figur 29 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-

platte mit einer zweiten strukturierten Photolackschicht 20
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zur selektiven Abscheidung der Umverdrahtungsstruktur 3. Die-
se Umverdrahtungsstruktur 3 wird nicht nur in den Bereichen
der Umverdrahtungsleitungen 27 vorgesehen, sondern auch auf
den bereits abgeschiedenen Fl&chenkontakten 2. Zu jedem der
Flachenkontakte 2 ist ein am Rand gelegener Flachenkontakt
mit kleineren Abmessungen vorgesehen, der mit Durchkontakten

im weiteren Verlauf des Verfahrens verbunden wird.

Figur 30 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trigerplatte 26 mit galvanisch abgeschiedener Umverdrah-
tungsstruktur 3 und den bereits vorher abgeschiedenen duBieren
Flichenkontakten 2 nach Entfernen der zweiten strukturierten
Photolackschicht 20, die in den Figuren 28 und 29 gezeigt
wurde. Mit dem Entfernen der zweiten Photolackschicht liegt
die Umverdrahtungsstruktur 3 auf der Tr&agerplatte 26 frei und

ist fiir weitere Verfahrensschritte zuganglich.

Figur 31 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trager-
platte 26 mit einer auf der Tragerplatte 26 abgeschiedenen
Umverdrahtungsstruktur 3 nach Entfernen der Photolackschicht.
Diese Umverdrahtungsstruktur 3 ist gegeniiber den ersten bei-
den Durchfiihrungsbeispielen des Verfahrens bereits etwas kom-
plizierter, da nicht nur makroskopische AuBenkontaktfldchen
33 der Umverdrahtungsstruktur 3 die &duBeren Flachenkontakte 2
bedecken, sondern Umverdrahtungsleitungen 27 zu den mikrosko-
pisch kleinen Kontaktanschluffldchen 7 und zu den kleineren

Flachenkontakten 23 der abzuscheidenden Durchkontakte fihren.

Figur 32 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Tragerplatte 26 mit einer strukturierten weiteren Photolack-
schicht 24 zur selektiven Abscheidung von Durchkontakten. Die
Dicke D der Photolackschicht 24 entspricht der ktinftigen Di-

cke der Kunststoffgehidusemasse und weist Offnungen 25 auf,
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die mit den zusitzlichen &duBeren Flachenkontakten 2 filir die
kiinftigen Durchkontakte ausgerichtet sind. Mit Spezialphoto-
lacken und Spezialbelichtungseinrichtungen kann eine Photo-
lackdicke D bis zu 1 mm erreicht werden und gleichzeitig koén-
nen Offnungen 25 mit relativ senkrechten Wénden realisiert
werden, insbesondere durch die sogenannte Projektionsbelich-
tung eines entsprechend dicken Photolackes. Fir die erfin-
dungsgemidBen Bauteile ist jedoch lediglich eine Dicke von bis
zu 400 Mikrometern vorgesehen, so dass die Darstellung von
Offnungen 25 mit relativ senkrechten Wanden unproblematisch

ist.

Durch die weitere strukturierte Photolackschicht wird auf der
bereits entstandenen Umverdrahtungsstruktur 3 nun eine zu-
sdtzliche Struktur aus Durchkontakten durch Abscheidung auf
der bisherigen Struktur oder durch Auffiillen der Offnungen 25

mit entsprechendem Metallmaterial erreicht.

Figur 33 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Trdger-
platte mit einer weiteren strukturierten Photolackschicht 24
zur selektiven Abscheidung von Durchkontakten. Diese Drauf-
sicht ist insofern nur schematisch, weil auch der Verlauf der
Umverdrahtungsleitungen und der Flachenkontakte fiir den An-
schluss an die Kontaktflidchen eines Halbleiterchips zu sehen
sind, die jedoch von der weiteren strukturierten Photolack-

schicht mit Offnungen 25 fiir Durchkontakte bedeckt sind.

Figur 34 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
Trdgerplatte 26 mit galvanisch abgeschiedenen Durchkontakten
11 nach Entfernen der weiteren Photolackschicht 24, die in
Figur 32 und 33 dargestellt ist. Im Prinzip ist mit Figur 34
ein metallischer Rahmen fir ein kiinftiges elektronisches Bau-

teil gegeben, da alle elektrisch leitenden Komponenten, ob
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Durchkontakte 11, duBere Fldchenkontakte 2 und Umverdrah-
tungsleitungen 27, KontaktanschluBRfl&dchen 7 und Aufenkontakt-
fldchen 33 nun ausgefihrt sind und durch den Tréger 15 zusam-—

mengehalten und gestitzt werden.

Figur 35 zeigt eine schematische Draufsicht auf eine Tré&ger-
platte 26 mit auf der Tragerplatte 26 abgeschiedenen Durch-
kontakten und der Umverdrahtungsstruktur 3 sowie der Position
von Kontaktanschlussfldchen 7 und &duberen Fl&chenkontakten 2
nach Entfernen der weiteren Photolackschicht 24, die in den
Figuren 52 und 53 gezeigt wurde. Wie von Figur 35 zu sehen
ist, bleibt im Zentrum eine ausreichende Fl&dche zwischen den

Durchkontakten frei, um einen Halbleiterchip zu platzieren.

Danach wird der Halbleiterchip 4 in Flip-Chip-Technik aufge-
bracht, wie es bereits in den vorhergehenden Durchfiihrungs-
beispielen des Verfahrens gezeigt wurde. Dabei ist die Hohe
der Durchkontakte 11 grofer als die HBhe des Halbleiterchips
4, so dass beim anschliefenden Aufbringen einer Kunststoffge-
hdusemasse der Halbleiterchip 4 mit der Umverdrahtungsstruk-
tur 3 vollstdndig in Kunststoffgehdusemasse eingebettet wer-

den kann.

Figur 36 zeigt eine schematische Querschnittsansicht einer
mit Kunststoffgehdusemasse 6 versehenen Trdgerplatte 26, wo-
bei durch das Aufbringen der Kunststoffgehdusemasse 6 der
Halbleiterchip 4 und die Umverdrahtungsstruktur 3 sowie die
Durchkontakte 11 vollstdndig in eine Kunststoffgehdusemasse 6
eingebettet werden, Jjedoch liegen die Durchkontakte 11 auf
der Oberseite des elektronischen Bauteils frei, da die Hohe
oder Dicke der Durchkontakte 11 der Dicke D der Kunststoffge-
hdusemasse 6 entspricht. Auch bleiben die Unterseiten der Um-

verdrahtungsstruktur und die Unterseiten der &duBeren Fl&chen-
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kontakte frei von Kunststoffgehdusemasse 6, da sie von der
Trigerplatte 26 geschiitzt werden. Die Trdgerplatte 26 kann
dabei gleichzeitig als Formwerkzeug beim SpritzgieBen der
Kunststoffgehdusemasse 6 dienen. Andererseits schlieft die
metallische Tragerplatte 26 die &duBeren Flachenkontakte 2 und
die Umverdrahtungsstruktur 3 kurz, so dass das elektronische

Bauteil weder getestet werden kann noch funktionsttichtig ist.

Figur 37 zeigt eine schematische Draufsicht einer mit Kunst-
stoffgehdusemasse versehenen Tragerplatte. Bei dieser Drauf-
sicht liegen die Durchkontakte 11 frei an der Oberseite 13
des elektronischen Bauteils 1 und kdnnen somit von einer -
bergeordneten Schaltungsplatte oder von einem gleichen elekt-

ronischen Bauteil kontaktiert werden.

Nach Entfernen des Trdgers 15 von dem elektronischen Bauteil
1 sind die &uBeren Fl&chenkontakte 2 frei zugdnglich und die
Durchkontakte sowohl auf der Unterseite als auch auf der O-
berseite elektrisch angeschlossen werden kénnen, jedoch ist
die Umverdrahtungsstruktur von ihrer Unterseite frei zugidng-
lich, was die Gefahr der Beschddigung der relativ empfindli-
chen Umverdrahtungsleitungen bedeutet. Das Entfernen der me-
tallischen Tr&gerplatte erfolgt mittels Atztechnik, wobei der
Materialunterschied zwischen dem Trdgermaterial a das in Fi-
gur 36 gezeigt wird und dem Material b der &uberen Fldchen-
kontakte 2 und der Umverdrahtungsstruktur 3 fir einen Atz-

stopp sorgt.

Nach Entfernen des Trigers 15 von dem Bauteil 1 wdren sdmtli-
che metallischen Flichen der Unterseite des elektronischen
Bauteils zugdnglich wdren. Das hat jedoch fir die Umverdrah-

tungsleitungen 27 den Nachteil, dass sie beispielsweise bei
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einem Lotverbinden mit einer hdheren Schaltunganordnung dem

AufflieBlen von Loétzinn ausgesetzt wiren.

Figur 38 zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
elektronischen Bauteils 1 nach Aufbringen einer L&tstopplack-
schicht 18. Diese Lotstoppschicht 18 wird auf die gesamte Un-
terseite 12 des elektronischen Bauteils 1 aufgebracht. Dabei
ist es besonders wichtig, dass die Létstoppschicht insbeson-
dere die Umverdrahtungsstruktur 3 bis auf die &duBeren Fl&-
chenkontakte 2 bedeckt. Somit bleiben die &duBeren Flichenkon-
takte 2 sowohl fir die Durchkontakte 11 als auch fiir die &u-
Beren Flachenkontakte, die mit den Kontaktfl&chen 5 des Halb-
leiterchips 4 tber die Umverdrahtungsstruktur 3 in Verbindung

stehen, frei zugdnglich.

Figur 39 zeigt eine schematische Untersicht eines elektroni-
schen Bauteils 1 nach Aufbringen einer Létstoppschicht 18.
Diese Lotstoppschicht 18 kann derart angeordnet sein, dass
sie noch einen geringen Rand rund um jeden &uBeren Fl&chen-
kontakt 2 freil&dsst, so dass an diesen Stellen die Kunst-

stoffgehdusemasse 6 sichtbar wird.

Ein elektronisches Bauteil 1, das mit dem dritten Ausfiih-

rungsbeispiel des Verfahrens hergestellt wurde, hat den Vor-
teil, dass Uber Durchkontakte 11 nun gleichartige elektroni-
sche Bauteile 1 in beliebiger Anzahl vertikal gestapelt wer-
den ko&nnen, um hoch komplexe und &uBerst dichte elektronische
Bausteine 14, wie sie die Figuren 4 bis 7 zeigen, herzustel-

len.
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Patentansprilche

Elektronisches Bauteil mit &duBeren Flachenkontakten (2)
und mit einer Umverdrahtungsstruktur (3) und mit einem
Halbleiterchip (4), der Kontaktfldchen (5) aufweist, wo-
bei die &duBeren Fladchenkontakte (2) mindestens iber die
Umverdrahtungsstruktur (3) mit den Kontaktfldchen (5) e-
lektrisch verbunden sind, und wobei der Halbleiterchip
(4) und die Umverdrahtungsstruktur (3) in einer Kunst-
stoffgehdusemasse (6) eingebettet sind, und wobeil die
duBeren Flachenkontakte (2) und die Umverdrahtungsstruk-
tur (3) chemisch oder galvanisch selektiv abgeschiedenes

Metall aufweisen.

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (4) in Flip-Chip-Technik auf der Um-
verdrahtungsstruktur (3) montiert ist, wobei die Kon-
taktflidchen (5) des Halbleiterchips (4) Uber innere Fl&-
chenkontakte mit KontaktanschluBfl&dchen (7) der Um-

verdrahtungsstruktur elektrisch verbunden sind.

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (4) mit seiner Rﬁckseite auf der Um-
verdrahtungsstruktur (3) montiert ist und die Kontakt-
flachen (5) auf der aktiven Oberseite (9) des Halblei-
terchips (4) tber Bonddrahte (10) mit Kontaktanschluss-
flachen (7) der Umverdrahtungsstruktur (3) verbunden

sind.

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-

spriche,
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dadurch gekennzeichnet, dass

das elektronische Bauteil (1) auf der Umverdrah-
tungsstruktur (3) chemisch oder galvanisch selektiv ab-
geschiedene Durchkontakte (11) aufweist, die sich wvon
der &duBere Fldchenkontakte (2) aufweisenden Unterseite
(12) des elektronischen Bauteils (1) bis zu einer gege-
niiberliegenden Oberseite (13) des elektronischen Bau-

teils (1) erstrecken.

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Durchkontakte (11) den in der Kunststoffgehdusemasse

(6) eingebetteten Halbleiterchip (4) umgeben.

Elektronisches Bauteil nach Anspruch 4 oder Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass

mehrere einzelne elektronische Bauteile (1) vertikal -
bereinander gestapelt sind und tiber die Durchkontakte

(11) miteinander elektrisch wverbunden sind.

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall Nickel

oder eine Nickellegierung aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall Silber

oder eine Silberlegierung aufweist.
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Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriiche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall Kupfer

oder eine Kupferlegierung aufweist.

Elektronische Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall Gold

oder eine Goldlegierung aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriliche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall Palla-

dium oder eine Palladiumlegierung aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der vorhergehenden An-
spriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall eine

Schichtfolge aus Gold Nickel Gold aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis
12,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall eine

Schichtfolge aus Palladium Nickel Palladium aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis
12,

dadurch gekennzeichnet, dass
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das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall eine

Schichtfolge aus Palladium Kupfer Palladium aufweist.

Elektronisches Bauteil nach einem der Anspriiche 1 bis

12,

dadurch gekennzeichnet, dass

das chemisch oder galvanisch abgeschiedene Metall eine

Schichtfolge aus Gold Kupfer Gold aufweist.

Verfahren zur Herstellung eines elektronischen Bauteils

(1)

mit duBeren Flachenkontakten (2) und mit einer Um-

verdrahtungsstruktur (3), wobei die duBeren Fl&chenkon-

takte (2) und die Umverdrahtungsstruktur (3) chemisch o-

der galvanisch selektiv abgeschiedenes Metall aufweisen,

und wobei das Verfahren folgende Verfahrensschritte auf-

welst:

Herstellen eines elektrisch leitenden Tr&gers (15),
der Aussparungen (16) in einem vorgegebenen Raster-
maB (r) flir ein chemisches oder galvanisches Ab-
scheiden der &duBeren Flachenkontakte (2) des elekt-
ronischen Bauteils (1) aufweist, wobei unterschied-
liche Materialien (a, b) fir die duReren Fl&chen-
kontakte (2) und flir die Oberseite des Trdgers (15)
eingesetzt werden,

Aufbringen einer strukturierten Photolackschicht
(17) auf den Tra&ger (15) unter Freilassung der Aus-
sparungen (16) flr die &duBeren Flachenkontakte (2)
und fir Bereiche, in denen die Umverdrahtungsstruk-
tur (3) chemisch oder galvanisch abzuscheiden sind,
chemisches oder galvanisches Abscheiden eines von
dem Material (a) des Trdgers (15) unterschiedlichen
Materials (b) in den Aussparungen (16) und in den

Bereichen der Umverdrahtungsstruktur (3),



10

15

20

25

30

WO 03/103042 PCT/DE03/01663

17.

18.

49

- Entfernen der Photolackschicht (17),

- Aufbringen eines Halbleiterchips (4) auf die Um-
verdrahtungsstruktur (3) unter Verbinden der Kon-
taktflachen (5) des Halbleiterchips (4) mit Kon-
taktanschlussfldchen (7) der Umverdrahtungsstruktur
(3),

- Einbetten des Halbleiterchips (4) und der Um-
verdrahtungsstruktur (3) in einer Kunststoffgehiu-
semasse (06),

- Trennen des Trégers (15) von dem vergossenen Bau-
teil (1) unter Freilegen der duBeren Flichenkontak-
te (2),

- Aufbringen einer Lotstoppschicht (18) auf der Bau-
teilseite der Flachenkontakte (2) unter Freilassung

der Fl&chenkontakte (2).

Verfahren nach Anspruch 16,

dadurch gekennzeichnet, dass

zundchst eine erste Photolackschicht (19) auf dem Tr&ger
(15) aufgebracht wird, welche die Aussparungen (16) fiir
die duBeren Flachenkontakte (2) freilisst, die durch
chemisch oder galvanische Abscheidung mit Fl&chenkon-
taktmaterial (b) aufgefillt werden, und anschlieBend ei-
ne zweite Photolackschicht (20) aufgebracht wird, welche
die Bereiche der Umverdrahtungsstruktur (3) freilésst,
in denen die Umverdrahtungsstruktur (3) anschlieBend

chemisch oder galvanisch abgeschieden wird.

Verfahren nach Anspruchlé oder 17,
dadurch gekennzeichnet, dass
als Trager (15) eine elektrisch leitende Folie (21) ein-

gesetzt wird, in die Aussparungen (16) zur Ausbildung
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von Fliachenkontakten (2) des elektronischen Bauteils (1)

eingepragt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 18,

dadurch gekennzeichnet, dass

fir den Trdger (15) ein nicht leitendes Tré&germaterial
(a) eingesetzt wird, auf dem eine leitende Schicht abge-

schieden wird.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 19,
dadurch gekennzeichnet, dass

beim Einbetten des Bauteils (1) in einer Kunststoffge-
hiausemasse (6) ein Trdger (15) aus einer Folie (21) wvon
einem angepassten Formwerkzeug (22) mechanisch gestiitzt

wird.

Verfahren nach einem der Anspriliche 16 bis 20,

dadurch gekennzeichnet, dass

in dem Trager (15) zusadtzliche Aussparungen (23) fiur du-
Bere Fl&chenkontakte (2) von Durchkontakten (11l) vorge-

sehen werden.

Verfahren nach einem der Anspritiche 16 bis 21,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine weitere strukturierte Photolackschicht (24) nach
Fertigstellung und Abscheidung der Flachenkontakte (2)
und der Umverdrahtungsstruktur (3) auf den Trager (15)
in einer Dicke, die groBer ist als die Dicke des Halb-
leiterchips (4) unter Freilassung der Fldchenkontakte
(2) ftir die Durchkontakte (11) aufgebracht wird, wobeil
die weitere Photolackschicht (21) Offnungen (25) auf-
weist, die anschlieBend zu Durchkontakten (11) chemisch

oder galvanisch aufgefiillt werden.
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Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 18,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Herstellen der Aussparungen (16, 23) in dem leiten-
den Trdger (15) der Tr&dger (15) mit einer strukturierten
Photolackschicht (17) unter Freilassung der Bereiche fiir
die Aussparungen (16, 23) bedeckt wird und anschlieBend

in diese Bereiche Aussparungen (16, 23) gedtzt werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 22,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Aussparungen (16, 23) in den Tr&ger (15) eingeprigt

werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 24,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (4) auf der Umverdrahtungsstruktur
(3) in Flip-Chip-Technik montiert wird, indem die Kon-
taktflachen (5) des Halbleiterchips (4) mit entsprechen-
den Kontaktanschlussflédchen (7) der Umverdrahtungsstruk-

tur (3) verbunden werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 25,
dadurch gekennzeichnet, dass

der Halbleiterchip (4) mit seiner Riickseite (8) auf der
Umverdrahtungsstruktur (3) aufgeklebt wird, und seine
Kontaktfldchen (5) itiber Bonddrdhte (10) mit Kontaktan-
schlussflédchen (7) der Umverdrahtungsstruktur (7) ver-

bunden werden.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, dass

das Einbetten der Komponenten in einer Kunststoffgehiu-
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semasse (6) in der Kavitdt eines Formwerkzeugs mittels

Spritzgusstechnik erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Einbetten der Komponenten in einer Kunststoffgehdu-

semasse (6) mittels eines Dispensionsverfahrens erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 28,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Trennen des Trdgers (15) von dem Bauteil (1) mittels
Atztechnik erfolgt, wobei der Atzvorgang an der Grenzli-
nie zwischen dem Material (a) des Trdgers (15) und dem

Material (b) der Fl&chenkontakte (2) zum Stehen kommt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 28,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Trennen des Trdgers (15) von dem Bauteil (1) durch

Abziehen einer Folie (21) erfolgt.

Verfahren nach einem der Anspriiche 16 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass

das ein Trédger (15) in Waferform fir eine simultane Her-
stellung einer Vielzahl elektronischer Bauteile (1) zu-
nachst mit Aussparungen (16) vorgesehen wird und dass
anschlieBend alle Verfahrenschritte gemeinsam zur Her-
stellung fir die Vielzahl von elektronischen Bauteilen
(1) durchgefiihrt werden und schlieflich nach Entfernen
des Tragers (15) in Waferform die Vielzahl elektroni-
scher Bauteile (1), die in einer Kunststoffgehdusemasse
(6) verpackt sind, durch Aufteilen der Kunststoffgehdu-
semasse (6) zu einer Vielzahl elektronischer Bauteile

(1) getrennt werden.
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